
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комис сии диссертационного совета зз .2.о l 8.22

по диссертации Щемидова Евгения Владимировича
<электронные явления переноса в условиях квантового и классического

размерных эффектов в тонких пленках висмута>

Экспертная комиссия диссертационного совет а 33 .2.0 18.22 всоставе :- доктор физико-математических наук, доцент Пронин Владимир Петро-вич (председатель);
- доктор физико-математических наук, профессор Шадрин Евгений Бо-

рисович;
- доктор физико-математических наук, Чалдышев Владимир Викторович

рассмотрела материаJIы по диссертации Е.В. !емидова

Комиссия пришла к следующим выводам.
1, Соответствие темы и содерп{ания диссертации научной специальности
и отрасли науки.

.Щиссертация Е.В. Щемидова <<Электронные явления переноса в услови-ях квантового и классического размерных эффектов в тонких пленках висму-та)) представлена на соискание ученой степени доктора физикЬ-математических наук по специ€lльности 1.3.8. Физика конденсированного со-стояния.

,ЩИССеРТаЦИЯ СООТВетствует паспорту нау.rноЙ специальности 1.з.8. Фи_зика конденсированного состояния (физико-математические науки), так какпроведено эксперимент€tльное изучение физических свойств монокрист€LJIли-ческих и поликристаллических пленок висмута в зависимости от температу-
ры, толщины и размеров кристЕLллитов, исследованы особенности проявленияквантового размерного эффекта в тонких пленках висмута, рассчитаны изме-нение положения энергетических экстремумов валентной зоны и зоны про-водимости относительно уровня химпотенциала при уменьшении толщиныпленок висмута.

2, Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликован-ных автором и выполнение требований к публийац"" о"r,овных науч-ных результатов диссертации.
Автором по теме диссертации опубликовано б8 печатных работ общимобъёмом з7,56 печ. л., в соавторстве - 66 печатных работ обЩим объёмомЗ6,69 печ. л., вклад автора диссертац ии - 1,6,4.5 печ. л.
В рецензируемых наr{ных изданиях, рекомендованных ВАК, опублико-вано 33 работьl и 4 патента РФ, среди которых наиболее значимые:
1) Щемидов Е. В. о проблеме расчета концентр ации и подвижности но-сителей заряда в тонких пленках висмута и твердого раствора висмут-суръма

/ Демидов Е, В, // Поверхность. Рентгено""п"., .rнхротронные и нейтронныеисследования. -2022. - J\b 9. - С. 48-56;



'L) l+vNLЛЛUl' 'С' I,' rОСТ КОНЦеНТРаЦИИ НОСИТеЛей ЗаРяда в тонких пленкахвисмута / Е. в. Щемидов, в. м. Грабов, в. А. Комаров, А. в. Суслов, В. А. Ге-
l::i,"}.*: 5оrх.з:"5yЙ // Физика и техника полупроводнико в. - 2022. _

2) Щемидов Рост

Том 56, Ng 2. - С. 149- 155;

']*т*""_З^Iл9.:U::i::]ипроявленияквантовогоразмерногоэффек_тав явлениях переноса в тонких

С.7З6-740;
4) Демидов Е, В, Исполъзование метода зонной перекрист€LJIлизации под

";"1YrжJ:*: ]*,у. |гз9:: l 
в . А. ком ар ов, н. с. каблуков"Б. ;: fr;;^Ё;;;;,Б;;;:-;;ft:Yil}Д1 \Гл 1 11 aА Frп-41, М 1. - С. 20-27;

положения и результаты
точно полно.

диссертационного исследования отражены доста-

в.Е.

Е в демидо", ;:йц;;:T:i ffi;:;т:#ffi##filъi ъ:Ё;:1
Ё"i;Y;f,. 

Суслов // Физика и техника полупроводнико в. - 2019. - М б (53). -

5) Демидов Е, В, Ограничение подвижности носителей заряда в пленкахвисмута, обусловленное их блочной структурой / В. М. iйаь, Е. В. Щеми-дово в' А' Комаров ll Поверхностъ. Рентгеновские, синхротронные инейтронные исследования. _ 2Ol f. - Mz. - с. 81-s5.
в опубликованных автором диссертации печатных работах основные

3, Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки наавтора и (или) источник заимствования, результатов научных работ,выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов.

отчет о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оце-ненной степени близости каждого выявленного совпадения (технический от-чет о текстовых совпадениях) был проведен в системе <<днтиплагиат вуз>(15) декабря 2024 года.
Анализ информации о совпадающих фрагментах, их источниках и ко-личественно оценённой степени близости пЪ*до.о выявленного совпадениrIпоказал, что показатель оригинальности текста составля ет 75r09o/ol 8 ДО-ля самоцитирования - t4r26o/o, что является допустимым для рассмотре-ния рукОписИ как ориГинальной научной работы.содержательная экспертиза текстовых совпадений с учетом ссылок наисточники совпадающих фрагментов, дет€UIьной информац"" о совпадающих

фрагменТах покаЗ€UIа, что выявленные совпадения представляют собой кор-ректное цитирование источников с указанием ссылок на них.

4. Выводы.
комиссия считает:
1, ,.ЩиссеРтациЯ Щемидова Евгения Владимировича <Электронные яв-ления переноса в условиях квантового и классического р€lзмерных эффектовв тонкиХ пленкаХ висмута)) по теме и содеDжанито соотЕlр,г...г'D\/дт лп^Yпо теме и содержанию соответствует специально-

2



сти и отрасли науки, по которым диссертационному совету предоставленоправо приниматъ к защите диссертации.

? "'fiЁЖ#'"':tУ:::::т: l:i:о"вания достаточно полно отра-J rl\JJltlU U'lpa-

},## 
пФликаЦиях, В том числе в издан иях изперечня вАк - зз стат ьи и 4патента РФ.

статьио написанные в соавторстве (29 соавторов в статьях из спискавАк) соответствуюТ основныМ научныМ результатам, предстаВленным вдиссертационном исследов ании, достаточно полно отражают его результаты,а именно: содержат информацию о г€lJIьваномагнитных и термоэлектриче-ских свойствах тонких пленок чистого и легированного висмута, а такжетвердого раствора висмут-сурьма измерение которых проводилось совместнос соавторами опубликованньж работ. Получение части эксперимент€Lльныхобразцов и исследование их структуры также проводилось соавторами опуб-ликованных работ.
3, Щиссертация .Щемидова Е. В. кЭлектронные явления переноса в усло-виях квантового и классического р€вмерных эффекто" 

",o"nrx пленках вис-мута) является оригинальной авторской пчу"пЪЙ работой.4, !иссеРтациЯ соответСтвуеТ требованиям ВАК РФ к докторским дис-сертациям (п, 9 Положения о присуждении ученых степеней), так как являет-ся самостоятельной научно-квалифипuцrоrrой 
работои, 

" 
поrорой на приме-ре пленок висмута показано, что количественное описание электронных яв-лений в низкор€вмерных объектах полуметаJIлов можно корректно осуще-ствить, если учесть влияние на них способа и режимов изготовления, после-дующей обработки (отжига), влияния подложки на структуру, деформаций,обусловленных различием температурных коэффициентов расширения мате-риалов пленки и подложки, рЕlзмеров крист€lJIлитов, установлена на этой ос-нове научно обоснованная система закономерностей проявления классиче-ских и квантовых р€tзмерных эффектов 

" 
,пaоrронных явлеЕиях переноса впленках висмута, дано количественное описание этих явлений, что представ-ляет собой существенный вклад в физику п".пор*мерных объектов на осно-ве полумет€Lллов и узкозонных полупроводников.

зз.z.ii#;;:'о*ция 
может бытъ принята к защите в диссертационном совете

Председатель:

члены комиссии:

. .. _. , Д.ф.-м."., доцент В. П. Пронин

д.ф.-м.н., профессор Е. Б. Шuдр"r,

u 3 / ,rlzфz__2О4Э'г.
r

д.ф.-м.н. В. В. Чалдышев.


